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辐照对４ＨＳｉＣＶＤＭＯＳ电学参数的影响
李　胜　 徐志远　 魏家行　 刘斯扬　 孙伟锋

（东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心，南京 ２１００９６）

摘要：研究了辐照对４ＨＳｉＣ纵向双注入金属氧化物场效应晶体管（ＶＤＭＯＳ）电学参数的影响．通过 ＳＲＩＭ
和ＳＩＬＶＡＣＯ软件仿真，观察到器件不同区域引入损伤后电学参数的漂移．仿真结果表明，不同区域的损伤
会造成器件电学参数不同的退化．器件ＪＦＥＴ区的非电离损伤会使器件的导通电阻增大，而靠近碰撞电离中
心的非电离损伤会使器件的击穿电压增大．辐照在器件界面处引入的正电荷或负电荷同样会对器件的电学
参数带来很大的影响．沟道上方ＳｉＣ／ＳｉＯ２界面处的正电荷会导致器件的阈值电压、导通电阻以及击穿电压
降低，而终端区主结上方的ＳｉＣ／Ｍｅｔａｌ界面处的正电荷只会导致击穿电压的降低．相反，沟道上方 ＳｉＣ／ＳｉＯ２
界面处的负电荷会导致器件的阈值电压、导通电阻以及击穿电压增加．
关键词：４ＨＳｉＣＶＤＭＯＳ；辐照；陷阱；界面电荷；电学参数
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